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PATENTE DE INVENCIODN
por VEINTE afios
en Bspafiz, a favor de Don Blasg MILLANZS GARCIA,
slbdito egpafiol, residente en Madrid, ¢/ gSerra
no nf 84-32; cuya patente tiene por otﬁeto: w
" FROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE IATERIA
Lﬁs SEMICONDUCTORES” »

MEIMORTA DEBSCRIPTTIVA

La invencibn se refiere a un procedimiento
para la preparacién de un material semiconduc-
tor, aplicable a la fabricacién de dispositivos
electrénicos. |

Es oujeto de la invencibén la preparacidén de
un material semiconductor, a bagjo coste, a par-

tir de materias primas abundentes y ocon el empleo

‘de une técnica de fabricacibén simple que no pre=

cisa de instalaciones costosas ni complicadas.
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Constituye otro objeto de la invencién la
preparacibn de un material semiconductor, con el
cual sea posible formar uniones rectificadoras
de resigtencia directa y tensibn inversa prefi-
Jadas, con facilidad y rapidez, pudiendo ademés
coexistir en la misma pagtilla de seﬁiconductor
uno o mésg electrodos de una determinsda polari-
dad con otro u otros de polaridad contraria.

Is finalmente, objeto de la invenoidbn, la
preparacién de un material seniconductor con el
que puedan fabricarse diodos, transistores y
otros dispositivos electrénicos, con facilidad,
rapidez y manteniendo sus c¢arascteri{sticas dentro
de un egtrechado margen de tolerancia.

En el proceso objeto del invento se emplea
coo materia prima, los minerales denominados do
lomfa y.pirita, los cuales mezclados en propor-’
cién conveniente, se pulverizan finamente. Z1 pol
vo obtenido se vierte en un recipiente con agus,
en la que dos electrodos permiten la aplicacidn
de una tensién elécirica. Conclufdo este tratamien
to, el producto resultante se somete a la accibn
de una radiacién ultravioleta en caliente, lo que
da lugar a la acumulacidén de materia sobre la su-
perficie del 1lfquido, cuya materia se retira y
agregfndola agua Se somete a electrolisis., Bl pro
ducto que queda adherido a los electrodos se dese
ca y funde en crisol, constituyendo el semicondug

tor en bhruto.
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Bl producto preparado de la forma gue acaba
de exponerse, presenta elevada resistencia &l pa
so de la corriente eléctrica, siendo preciso so;
meterlo a un tratamiento o formacibén que se expo
ne a coatimuacibn, que le confiere las cualida=-
des peculiares de los semiconductores, en parti-
cular la de dar lugar a uniones capaces de recti
ficar la corrieante alterna.

A este fin, se couprime una cantidad de na-
terial semiconductor, obtenido entre dos soportes
conductores(electrodos), teniendo an-tes la pre-
caucién de hacer actuar unma solucién a base de un
metaloide trivalente, sobre una de las partes del
gemiconductor en contacto, con los electrodos. In
tre éstos se aplica una tensidén continua, inter-
calando en serie una resistencia de valor igual
el que se desea tenga la unién rectificadora en
el sentido del paso de la corriente. La tensién
continua aplicada se auzentaré graduaimente hasta
alcanzar el valor que se degea pueda soportar la
unién polarizada invergamente sin gque llegue a
producirsge la descarga disrruptiva.

Bl proceso de activacién del material semi=
conductor obtenido mediaﬁte el procedimiento deg
crito, encuentra aplicaciémn préciica en la fabri
cacién de digpositivos electrénicos de los cua-

leg, se citen a titulo de ejémplo los siguientes:
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a) fabricacibén de diodos

b) fabricacién de transistores

La fabricacibén de diodos se realiza segin la
descripeibn que acaba de hacerse, varifndose las
dimensiones de la pastilla de material semicondug
tor en funcién de las caracteristicas deseadas..i
los electrodos han sido previamente soldados dos
conductores. E1 elemento as{ preparado se rodea
de una envolvente de material aislante, después
de haberlo desecado cuidadosaunente.

Para fabricar transistores, se comprimen dos
porciones de semiconductor entre tres electrodos
metélicos intercalados entre ellos(dependiendo
las dimensiones de sus guperficies de contacto
con el semiconductorple las caracterfisticas desea
das para el transistor), los dos exteriores ac=
tuando de emisor y colector, y el central de ha-
se. Bl conjunto se deseca y se recubre de una ca
pa de material aigslante. La comunicacibn eléctri
ca con el exterior se realiza a través de condué
tores soldados & los electrodos. 4

Como ya se indicé mfs arriba, el material
semiconduc tor recién preparado o sea, en bruto,
es précticamente aislante; para formarlo en el
caso del transistor, se hace llegar al electrodo
central o base una pequefia cantidad de solucidén
conteniendo un metaloide trivalente, destinada a
fijer el carfcter positivo o negativo que se de-

seg dar al material en la zZona de contacto con

S
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el electrodo y se aplica ugé tengién continua
entre la base y cada uno de los otros dos elec-
trodos sucesivamente( el polo més a la base si
s¢ desea un transistor pnp, o el menos si ha de
ger npn), intercalando una resistencia del va=-
lor correspondiente a las caracteristicas pre-
vistas para el transistor. Se completa la forua-
cién aplicando la tensién continua wencionada en
tre el emisor y el colector, intercalamdo siem-
pre la resistencia correspondiente.

&1 procedimiento descrito permite fabricar
una amplia gama de transistorés, tanto pars audio
como para radiofrecuencia, presentando los del
mismo tipo grem unifornidad de caracterfsticas.

Descrita convenienteumente la naturaleza del
actual invento, como asimismo la forma de poder-
lo llevar a la préctica para convertirlo en una
realidad industrializable, se hace constar a los
efectos oportunos que el invento no gueda riguro
samente limitado a los detalles exactos de esta
exposicién, ya que en el mismo gerén susceptibles
de introducir todas aquellas modificaciones de
detelle que las circunstancias y le préotica pu-
dieran aconsejar, siempre y cuando gue con las
variantes que se introduzcen no se cambie, alte-
re o0 modifique la esencizlidad del objeto descri

to.
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Se declaran como de novedad ¥y propiedad pa
ra todo el territorio esgpafiol, el contenido de
las siguientes:

REIVINDICACIONSES

Se—
12, Procedimiento para la preparascién de
materiales semiconductores, que se caracteriza
porque como primera fase del proceso, se realiza
una mezcla de dolomfa y pirita, que se pulveriza
finamente y se vierte en agua, en la gue se in-
10- trodgucen dos electrodos, que permiten la aplica
cidn de una tensibén eléctrica.

8,- Procedimiento para la preparacidén de
materiales semiconductores, caracterizado porgue
el producto resultante del tratamiento previsto

15.- en la reivindicacién primera, se caldea y simil
taneamnte se somete a la 800ién de una radia-
cién ultravioleta, para producir una acwmlacién
de materia sobre la superficie del liquido.

38,~ Procedimiento para la preparacién de
materiales semiconductores, segin notas primera y
segunda, que e caracteriza ademés, porque la ua
teria fornmada sobre la superficie del lfquido se
retira, se vierte en agua y se somete a slectro-
lisis.

48 ,- Procedimiento para la preparacibn de

25-"‘
materiales semiconductores, segin reivindicacig
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nes 19, 28 y 38, caracterizado porque el producw
to que queda adherido a los electrodos se degeca
y funde en crisel, constituyendo el material se-
miconductor en bruto.

58,- Procedimiento para la preparacién de
materiales semiconductores, caracterizado porgue
el producto resultante de las operaciones previg
tas en las notas precedentes, Be couprime entre
SOPortes conductores (electrodos), haciendo ac=
tuar previamente sobre una de lag partes del se=-
miconductor en contacto con los electrodos, una
golucibn conteniendo un metaloide trivalente.

62.~ Procedimiento para la preparacién de
materisles semiconductores, segin nota 58, carac
terizado por el hecho de aplicar entre los elec-
trodos una tensién continua, intercalando en se-
ris une resistencia de valor igual a la prevista
para la unidén rectificadora en el seniido del pa
so de la corriente, cuya tensidn se aumenta pro;
gresivamente hasta alcenzar el valor méximo que
ha de soportar la unién polarizada inversamente.

78,~ " PROCEDIMIENTO PARA LA PRUPARACIUN DB
VATERIATES S3MICONDUCTORES” . |
Todo ello conforme se describe ¥y reivindica

en la memoria gue antecede gque consta de SIETE
escritas a méquina por una sola de sus caras.

Madrid 9 de llarzo de 1.960 }

8, GOWZALEZ VADAS /
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